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研究成果の概要（和文）：　本研究では、申請者らが見出した不純物添加によるＺｎＯ薄膜の極性反転現象を応用して
、極性と組成が変調した面内周期構造を持つ(Ａｌ、Ｍｇ、Ｚｎ)Ｏ薄膜をパルス・レーザー・デポジション法により作
製した。この薄膜の移動度は、おなじ組成で周期反転構造を持たない薄膜よりも約１．５倍大きかった。
　また、フォトルミネッセンス測定による新たなＺｎＯ薄膜の極性判定法も開発した。

研究成果の概要（英文）： In this study, composition modulated (Al,Mg,Zn)O films with a periodically polari
ty-inverted structure were prepared using pulsed laser deposition. The mobility of the films was about 1.5
 times larger than that of (Al,Mg,Zn)O films having no composition modulation or periodic polarity inversi
on. It was demonstrated that photoluminescence measurements can be applied to polarity determination of a 
ZnO film.
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つは、可視光透過性を保ったままいかに電子
移動度を大きくして導電率をあげるか、とう
いう点にあ

 
また、
ス・レーザー・デポジション（ＰＬＤ）法で
作製したＺｎＯ薄膜の極性が、
の有無によって変化することを見出してい
た。ＺｎＯはｃ軸方向に自発分極を有してい
るため、ｃ軸配向膜には２種類のタイプの表
面が存在する。最表面がＺｎ原子で終端され
ている
る c(
にくるかでＺｎＯ薄膜の物性が大きく異な
るため、この極性の制御はＺｎＯ薄膜の応用
のために重要である。申請者は、
Ｏターゲットを用いて蒸着すると
Ａｌを添加したＺｎＯターゲットを用いて
蒸着するとｃ
り、これは、
ＯターゲットへのＡｌ添加の有無により容
易に行えることを意味する。申請者は、この
ＺｎＯ
薄膜の作製に応用することを検討していた。

 
２．研究の目的
 
ＺｎＯ薄膜中への
は、薄膜最表面がどちらの原子で終端されて
いるかにより
と c(
純物濃度が高い場所と低い場所が空間的に
分離して存在しているはずである。不純物濃
度の高い場所はキャリア供給層として、不純
物濃度の低い場所はキャリア伝導層として
働けば、
れたヘテロ接合のように、高移動度の薄膜が
得られる可能性がある。

 
本研究の目的は
物添加によるＺｎＯ薄膜の極性反転現象を
応用して、極性と組成が変調した面内周期構
造を持つＺｎＯ薄膜の作製を行
Ｏ薄膜の面内変調組成、変調周期を制御する
ことにより、レアアース・レアメタル
使用しない低抵抗透明ＺｎＯ薄膜を実現す
ることである。
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